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& ri(t) = [5cos(wt + 36.87°) + 10 cos(wt — 53.13°)] A > dree* fp & &7 5 @ ?
(A) 1122 —26.6°A (B)11.22—53.2°A (C)22.42 —26.6°A (D)22.42 —53.2°A
2.4 - = FRV() = 300cos(120mt + 30°) V> $t=2.778 mspE > TR E 5 0 ?
(A)OV (B) 150 V (C)212V (D) 260 V
3.7 - R BARV(t) = 100 + 20 cos(3t — 20°) + 10 cos(5t+ 10°) + 10 cos(7t —30°) V ¢ #1 Q=
FE > BT QR Fedreifg2. Tias F 2w ?
(A) 5300 W (B) 8050 W (C) 10300 W (D) 10525 W

4.5 - RLC BT R » H A RERVE) =Ae “sinwt AL ¥ a>0> w#0-F HV(t)i
o TR T
A)TBE b E~ f EFHF (B) T BT chig B & dp ik
R

(C) it § B 57 EF R it D) & foh L

50 - AR RARERLCEIHTE R=50Q0"L=50mH’ > C=80yF- it & kI Re =
TR RMTREBEF 0ES P ?
(A) 200 rad/s (B) 300 rad/s (C) 400 rad/s (D) 500 rad/s

6.7 - EEC=05F > 2Z i) =6tA- ¢ ct=0sFF > T2 B2 T RE 2V ft=1s
p_& ’ lpq 1?‘}??,2 ppxﬁ‘b p N .; I# ‘7
(A)81] (B) 1617 (C)2417 (D)32]
7.4 - TRV() = 20V2cos(wt —10°) V » e aZ = 10e® Q- Pl H 47 dcst F <] 560 2
(A) 10e® VA (B) 206/® VA (C) 406/® VA (D) 80e® VA
8. M RLC ¥ Wiziir2 ait » T 7lfm 4§ 352
(A) 7 B FE Fide ] BYE T & S F Fl# Q= & 1t
C)# F Flic s 1 (D) AR S A RSP TRETF L

9.% - ~ 2 TRZE Tk Ev() =3cos(3t+20°) Vo i(t) = —-2sin(3t+30°) A B & B
T2 AR RS P ?
(A)ZBAEAL T R10° (B)T AR £ 2 /BR10° (CO)T BAEA T 5100°(D) R n4f £ T /& 100°

10. - 25 pF2 %% A 54t LRV() =10sin200tV > BT F Fdais 5 in 2
(A) 100 © (B) 1200 Q (C) 400 O (D) -j600 Q
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[B] 11.

[A] 12.

[C] 13.

- RER=2Q> #H i@ Fi(t) =4sin(wt+30°) Az TinpFr s RIEJHEZHFF 507
(A)8W (B)16 W ©)24W (D)32wW

- RLC ¢ B2 8> B 60 Hz> 100 V23 k- 282ZR=10Q" X, = 50Q>
Xe=—=05Q Pl RELZFFHRMF 5 W 7

(A) 6 Hz (B) 12 Hz (C) 18 Hz (D) 24 Hz

TRIEAR O AARANE S ELERYAHAMBO2E o F A EAA AR TR PAFR
AT REAFLHERBOBE?

(A) 1/4 (B) 112 (C)2 (D) 4

- mRTREZ R RE A W 2 V() = 20sin(wt) V 2 i(t) = 40 sin(wt — 30°) A 0 BT R

R EZ T X LR 9
(A)200 W (B) 400 W (C) 200V3 W (D) 400V3 W

. F-*RL=100mH > $t<0 > HA=HTRE0Ve $t>0> Ha =47 RV(t) =20te %'V - i

Kt<O0F o ip=0A- £t=02spF i E=7

(A) 1.05 A (B) 1.19A (C)2.11 A (D)2.37 A
.3 - RLCE 5§ R=5600>L=100mH'C=01pF  HEinz p AEREE: @2
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(A)4(1—eHA  B)6(1—eHA B2 =38 :
©4(1—eHA  (D)6(1l—e2HA 40V 20 oH
—( 10V T
et BT R t<OpF EfER o Ft=0sPF 40 80 80 t=0
B 4T B ETEL > Rt =48spE 0 RV, =9
(A)10e2V (B)20e72V + +
(C)10e~tV (D)20e" 1V 4Q 8Q=Vi 2F — Vc 100V
ArE Bl TE o t<OpF e R o Ft=0spF o 4Q)
B T -FE B RTEL > RIE> OFF > V() =2
(A)10 — 5e~tV (B)15—10e™t V + 10
— -t — —t 25V —— Ve
(C)25—15¢tV ~ (D)25—20e tV 0asi
7t=0
et B2 T TR At=0sPF 0 i (0) =2A- 20 i
—4t —8t
M B, L
(C) 4-2e (D) 4-2¢ NG, 0.5HS Vi
Ar L BlZ TR o t=0sF o BFMBERFL - 200 %t:()
Plt=1mspF > TRV, =72 o
- - +
(A)2e72V (B) 62V
(C) 124V (D) 16e~*V 60V = HE W

lLigg 22838 % 27 %6 F



[D] 22. 40+ Bl 2 7 B
Ft>0pF o Ve(t) =72
(A) 6e~2tV
(C) 16te™2t V

(B) 12¢™2tV
(D) 32te™2t vV

[A] 23.4r+ B2 & 8 » £ _Voc 3?"03‘1\-}"'5‘ » 2
flag i w?
(A) 40 +j10 Q (B) 50 +j10 Q
(C)30 +j20Q (D) 60 +j20 Q

R BB B =2
(A) s A
(©) 5A

(B) A
(D) A

(A)1
(B)2
©) 4
(D)8

[D] 26. 40+ B2 T8 &7
PR E e E)

' t=0sPF > BAMBREREL -

. % Bl % B2 Vp=aVitbio+cVs ¢ F atbtc=?

12V

AR ET o BT RHE EVy/ V& Ci C2

4% 1 7 (OP A B
(A) RiC2=RaCi TV v |
(B) RiR2=CiC2
(C) Ci=Ca R
(D) RiCi1=R2C> 4 ’
[B] 27 4et B2 28 » in G ReehR im @ Ir 5 55 9 R1=100kQ R2=50k Q)
(OP: M EFH 2+ B ;D 4= &t HEQF B
B=07V; Vz: 5= et ig+ #F 7T R) - -
(A)0.14 mA Vo= 10V, KO Ve
(B) 0.28 mA D
(C) 0.42 mA 252k ) | RIS10KQ
(D) 0.56 mA L n I
X vi=sev
[D] 28. 4r+ B2 T8 » BAAEL TRT LB 4R T & R2
%1 2 (OP: L BiF ¥t B) Ri
(A) (Rz/R) > 2 COP 4o
(B) (R, /R) > 2 = - D
(©) (R1/Rp) >2
(D) (Ry/R;) > 2 “%gz%HFﬁ%?
ct R €
[C] 29. #& ¥ 2%+ =(Transconductance Amplifier) =32 B #+ % @ 2 (Ri ¢ ﬁs?] e Ro - ﬁ dUFE )

(A)R; = » R, =0 (B)R _0 R,=o (C)R;=w:R,=o (D)R;=0 "R, _0
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[A] 30.- 2 % PN /6 th=- &8 » AT =300KpE(Vp =26mV) » # 35 % i R chtefo 7 in 4
[s=2%X107"An=1> 3~ 28w HB+0.65VFEHTREL 5> 7

(A) 1.44 mA (B) 2.88 mA (C) 3.44 mA (D) 4.05 mA
[B] 31. 40+ Bl 2 B » #% Iggr = lo = 100 A > #F % & MOSFET vt Re
(Qi~Q4)ehf 41 % /& (Early Voltage)|Va| = 50 V > ¥ g = 0.5mA/V | v
> &% Fh 2o fis(Body Effect) o 3R i N IL Roshig 5 5 4 2 RE
(A) 116 MQ
(B) 126 MQ @i
(C) 256 MQ
(D) 502 MQ Qi 4 Q2
V7
[C] 32.4r+ W2 T 8 > X MOSFET Q1 ~Q2~Q32 1 VDD
iTEE A o ® ® L2 B 2 K (Early Effect) »
gm1=0.5mA/V ’Q:S—,l:'i'\7 QZ ﬁi}ﬁﬁ’g l"LW3/W2: (%D)QZ 4{ Q3(\%)
1.2 5 BRP TR BT R B H vl £ % ,
s Vi=Vaestvi °
o—] Qi
(A) 70 RL=150k Q)
(B) 80 = L
(C) 90 -
(D) 100
[A] 33. 4o+ Bl2 T8 > B3k I, =10 A > BITQ1 ~ Q2 ~ Q:ehE ins 5 B ; rRo
2% 805 Vp=25mV > ¥ 413 & (Barly Voltage)|V,| = 100V 10w A |
L R RePTIE D 59 i
(A) 191 MQ o 0
(B) 291 MQ
(C) 391 MQ B
(D) 491 MQ 0 R=58.5k(2

[B] 34. #4— MOSFET 12 - B %1 vgs 7 BFFhbefo® > e vps=4VFEF o ip =2mA > ¥ vps=8V
P ip =21mA > 3 2§ ] % B (Early Voltage)|V,| & % > ?
(A) 70V (B) 76 V (C)80V (D) 86 V

[B] 35. % - #{ 3 4l ¢» PMOS T &% > 2 k,(W/L) =90 pA/V? > V,=—-15V > § | T B (Early
Voltage) |[Vo| = 50V » ¥R/ #&(G):4 ¥ > BI&(S)# 445V § A &(D)3 7 B vp= +4 VPF >
FHEBETIE DS F 07

(A) 0.14 mA (B) 0.27 mA (C) 0.40 mA (D) 0.59 mA
[D] 36. &zt 7 i ? » NMOS 4458 (B):3 4o iv 4% ?
(A2 Rk (B)# X & 1&(Drain) (C)# X /ai&(Source) (D)# I S 7 R

[D] 37. % - & npn 3| T SR T A = 670mV > [ =2mA > B ic¥ v ff’J}{'éL‘fi”ﬁ - HAX52%x107°0
1 ?Jaﬂs'ggi%i%ttlc = 10 mAFF > ﬂﬁ;ﬁﬂ',fiiﬁ@ié 559
(A) 40 kQ (B) 30 kQ (C)20kQ (D) 10 kQ

[C] 38. %t- BIT 7 &% #3% % alg=5mAFF > Al =10mA™ » H ¥ & i Vegee = 140 mV > F
lc = 20 AR + 2 $f i 5Vogeae = 180 mV » 2 £ 4o F FRepenc & 12 B 5 5 7 2
(A)2Q B)3Q ©)4Q D)5Q

LEgF 2.2+% %47 %07 CRIE A D



[C] 39.

[A] 42.

VBERG - BEE A BARR ARSI A, =100dB 0 § 4R S f—104HZB$

Yot 2 TR © dept CMOS F o B T 5 eV = 0.8V » Vpp = -0.8V
2Ky =K’ B vo= 0.5V T RE S 509

(A) 155V

(B)2.06 V Vi
(C)2.86 V

(D)3.75V

A0 540dB v R gtk B2 B =4 £ 7 (unit gain bandwidth) & 5 5 0 ?

(A) 10* Hz (B) 10° Hz (C) 106 Hz (D) 107 Hz
Ao Bl - e T - P P 38 (Shunt-Series) f i < R R Vb 3
o B 2 Bg i = Em2 = 6 mA/V &% f 412 is(Barly Effect) o
% 3 48 ¢ s (Body Effect) » % IERg = RD =10kQ% Rp =90k Q Ro I
» KT oA 2 &Af—lo/ls,—» e ':Qz
(A) -6.9 5 o
(B) -9.9 Is
(C)-12.9 —
(D) -15.9 | NV
N Rs

hrim G 2 1 55 3] NMOS 7 & 48 ¢ Threshold Voltage T B & Vr > ™ 54t i ¥ & Fi ?
(A)"# i 35 %8 (Substrate) 5}k & (Na)

(B)*# %k #&(Source) % % 1k & (ND)

(C)* 1% 4 (Drain) ¥ 3 ¢k & (Np)

(D)*% R &(Gate) ¥ 3 F1 €0y /tox (Eox + #7 F 14 & e permittivity ; toy * #7 ¥ 1 & & &)

¥t npn 30 BIT #7ie = % F&(Common Base)x ~ F - T 7lfzit v F 5 3% 7

(A » B3Ry = (%)

(B) % #7 55 vt & &4 (Common Emitter)c +« B £
OnimHE A =a<1

D)TBH £ A ¥ LR 1 PR F]

¥ - PN R s 4w R > 7 F&gi?'éﬁ"’f‘-"mm Is engeit i 5 3% 7

(A)if v BBRPF € A 2 4R chide e it Is (91071 A)
B)Isd > et He B 4741

CyRrA4%3 »Isg + =

(D) Junction & Ff #f 4c ¢ ¢ Is ™ *%

T F]F B MOS R indifr BIT & imdLemnt faie % § 352

(A)MOS % iidt & B2 (G LB En k)

(B)i % MOS % /8L Vomin = Vs — Vt VovLL BIT % /45 Vomin = Vegsar X 7%
(C) MOS ?‘ /;l‘ﬁ, I‘O ﬁjﬁ; éqﬁ L BJT ER /n g8 ( ro IE' Iﬁ%)

(D) Wilson % /gt it 7 " K BIT R indt S 27 " 2 3 4cﬁ%| IR EE

LERE 2834 %57 %67 CxaE I



[B] 46.

BB T

et B2 TR ORK T T AMET MR

Art Bl T B > - B MOSFET =< E|

o+ Bl R H AT TR gn=2mA/V 1=
100kQ » Rp =6kQ » R, =100kQ » | 2 83 &
AREE v/vis 50 2(Ci~C2k Cs¥ AL L BER)
(A)-5.7

(B) -10.7

(C)-20.7

(D) -30.7

-‘er%‘]m&'“—ﬁiﬁ—% »A-B mﬁiﬁ%})‘ v 3R Yﬁ%]»v EN N A

(A) AB + AB 7
(B)A+B
(C) AB
(D) AB + AB

w|

10
s24+5s+1

< B F S kA () = CFFRFFLELS SO gRFYRRSES LR
FrE R B o

(A) 0.525 (B) 0.625 (C) 0.725 (D) 0.825

Vgg(on) = 0.7V » Veg(sat) =02V ¥ f?" SIS @(Early
Voltage)|Vp| = o0 » I Zvg Tk Is > 3K & i )
:}'ﬁl?;_t%ﬁ{f'} ¥ B s [Vomm,Vomax]’ ﬁﬁ%)\ﬁ_‘@lﬂ VI
it Vf’?fﬁﬁ“ 2

(A)-3.6V<vi<55V

(B)-3.6 V <n< 6.5V

(C)-2.6 V <n< 5.0V

(D)-26V<wi£65V

T HL® M ¥ 0T R B 0 B Rge =100KkQ >
gm =4 mA/V > Ry, =5kQ » & Cgq =Cgq =
1pF > Rg=1000Q > 31 % #-3dB Hawy &
55000
(A)367.6 krad/s -
(B) 453.5 krad/s
(C)566.3 krad/s
(D) 623.0krad/s —
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